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Soit une diode Schottky de type métal/Si(n) à T=300K
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- Calculez le champ à la surface du semi-conducteur à -10 V.

La surface de la diode est de 10-5 cm2. , , , et

. . . .

Exercice 4 :

Pour un transistor PNP idéal, on a : , , , et

.

a) Calculer le facteur d’efficacité de l’injection .

b) Calculer le facteur de transport de base .

c) Calculer le gain en courant pour base commune .

Exercice 5 :

Une structure MOS de type métal/SiO2/Si(p) est constituée d’une couche d’oxyde d’épaisseur

et de constante diélectrique en contact avec un substrat de type p. sachant que

T=300K, , ಳ , et

.

a) Calculer la largeur maximale de la ZCE dans le semiconducteur .

b) Calculer la valeur minimale de la capacité de cette structure .


